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利用・用途・応用分野

発光ダイオード（ＬＥＤ）、半導体レーザ（ＬＤ）、照明装置、半導体の電極

目的・課題 解決ポイント

半導体発光素子では、素子内外
の屈折率の差異に起因する全反
射角の制約のために発光した光
の多くは素子内部に閉じ込められ
る。特に窒化物半導体発光素子
／サファイア基板の場合では屈折
率の差異に起因する全反射角の
制約のため、発光した光の多くは
屈折率の高いＧａＮ層に閉じ込め
られてしまう。

マスク層に開口を形成すること
により、高い光取り出し効率を
実現した。
また、マスク層の屈折率がＳｉＯ
２の屈折率よりも大きく、ＧａＮ
層の屈折率よりも小さいことに
よっても高い光取り出し効率を
実現。
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【 半導体発光素子の断面図 】
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サファイア基板の表面を覆うように
設けられ、サファイア基板の表面が
部分的に露出する開口が形成され、
マスク層を酸化窒化ケイ素で形成
すると共に、屈折率がＳｉＯ２の屈折
率よりも大きく且つＧａＮ層の屈折率
よりも小さくなり、光取り出し効率が
向上。

１０ 半導体発光素子 １１ 基板 １２ マスク層
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